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Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych wydaje dwa czasopisma naukowe,
ktérych tematyka dotyczy inZynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,
a w szczegOinosci technologii otrzymywania nowoczesnych materiatdéw, ich
obrdbki, miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elektroniki i innych dziedzin
gospodarki:

# Materialy Elektroniczne — zawierajace artykuly problemowe, teksty wystapien
pracownikow ITME na konferencjachi Biuletynach PTWK,

#* Prace ITME —zawierajgce monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne

oraz

# ¥ stale aktualizowane katalogi i karty katalogowe technologii, materiatow,
wyrobéw i ustug oferowanych przez Instytut i opartych o wyniki prowa-
dzonych prac badawczych.

Informacje mozna uzyskac:
tel. (4822) 8349730; fax: (4822) 8349003, komertel/fax 39120764,
e-mail: itme@sp.itme.edu.pl


http://sp.itme.edu.pl/ds3/
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INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

MATERIALY
ELEKTRONICZNE

KWARTALNIK

T.37-2009nr1

Wydanie publikacji dofinansowane przez
Ministerstwo Nauki 1 Szkolnictwa Wyzszego

WARSZAWA ITME 2009


http://rcin.org.pl

KOLEGIUM REDAKCYINE:

prof. dr hab. inz. Andrzej JELENSKI (redaktor naczelny)

doc. dr hab. inz. Pawet KAMINSKI (z-ca redaktora naczelnego)

prof. dr hab. inz. Zdzistaw JANKIEWICZ, doc. dr hab. inz. Jan KOWALCZYK,

doc. dr Zdzistaw LIBRANT, dr Zygmunt EUCZYNSKI,

prof. dr hab. inz. Tadeusz LUKASIEWICZ, prof. dr hab. inz. Wiestaw MARCINIAK,
prof. dr inz. Anna PATACZKOWSKA, prof.dr hab. inz. Wiadystaw K. WEOSINSKI
mgr Anna WAGA (sekretarz redakcji)

Adres Redakeji:

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa, email: ointe@itme.edu.pl
http://www.itme.edu.pl

tel. (22)83544 16 Iub 83530 41 w. 454 - redaktor naczelny
(22)835 30 41 w. 426 - z-ca redaktora naczelnego
(22)83530 41 w. 129 - sekretarz redakcji

PL ISSN 0209 - 0058

Kwartalik notowany na liscie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyzszego (4 pkt.)


mailto:ointe@itme.edu.pl
http://www.itme.edu.pl
http://rcin.org.pl

SPIS TRESCI

ARTYKULY
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Wskazowki dia autora

Redakcja czasopisma Materialy Elektroniczne prosi o nadsyfanie artykutéw pocztg
elektroniczng pod adresem ointe@sp.itme.edu.pl lub na nosniku magnetycznym
w nastepujacych formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika

Word 6.0lub7.0 PCX, TIF, BMP. WFM, WPG

1. Grafika (materialy ilustracyjne) i tekst powinny by¢ zapisane w oddzielnych plikach.
Kazdy materiat ilustracyjny (rysunek, tabela, fotofografia itp.) w innym. Pliki moga by¢
poddane kompresji: ZIP, ARJ.

2. Objetoscé do 15 str.

3. Tekst powinien by¢ pisany w sposdb ciagly. Materiaty ilustracyjne (rysunki,
tabele, fotografie itp.) powinny by¢ umieszczone poza tekstem. Podpisy do
rysunkow... itp. w jezyku: polskim i angielskim, réwniez winny by¢ zapisane
w oddzielnym pliku.

4. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowacé sie nastepujace elementy: tytut
naukowy, imig i nazwisko autora, nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail. Na
Srodku stronicy tytuf artykutu, rowniez w jezyku angielskim.

5. Materialy ilustracyjne, streszczenie, bibliografia, wzory:

— Do artykutu nalezy dofaczy¢ streszczenie nie przekraczajgce 200 stow w jezyku
polskimi angielskim.

— W przypadku wzoréw i materiatow ilustracyjnych nie bedacych oryginalnym
dorobkiem autora/6w nalezy zacytowac ich zrédto, umieszczajac je w bibliografii.

— Wazory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

- Pozycje bibliograficzne nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych w kolejnosci
ich wystepowania.

Przykiad na opis bibliograficzny artykutu z czasopisma:

[1] Tomaszewski H., Strzeszewski J., Gebicki W.: The role of residual stresses in layered
composites of Y-Zr0, and Al,05. J.Europ.Ceram.Soc. vol. 19,1990, no. 67, 255-262

Przyktad na opis bibliograficzny ksiazki:

Raabe J., Bobryk E.: Ceramika funkcjonalna. Warszawa: Politechnika Warszawska
1997,152s.

6. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskiej.
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Gtéwne kierunki dziatalnosci Instytutu Technologii Materiatéw
Elektronicznych -~ prowadzenie badarn naukowych i prac badawczo-
-rozwojowych dotyczqcych: technologii otrzymywania i efektywnego wyko-
rzystania materiatéw elektronicznych.
Dziatania te dotyczq nastepujgcych materiatéw i zwiqzkéw pétprzewodni-

|| kowych: (Si, GaAs, GaP, InAs, InP); epitaksjalne warsiwy pétprzewodnikowe

'| (Si, GaAs, GaP InP GaAsP InGaAs, InGaAsP InGoAIP GaAlAs, |
InAlAs); materiaty laserowe (YAP, YAG: Nd, Er, Pr, Ho, Tm, Cr); epitaksjalne
warstwy YAG; materialy elekirooptyczne i piezoelektryczne (kwarc, LINbO,,
LiTaO,, Li,B,0,); materiaty optoelektroniczne i nieliniowe (CaF,, BaF,, boran
baru BBO); materialy podtozowe pod wysokotemperaturowe warstwy nad-
przewodzqce (SrLaGaO,, SrlaAlO,, CaNdAIO,, NdGaO,); materiaty
i ksztattki ceramiczne (Al,O,, Y,0,, ZrO,, Si,N,); szkta o zadanych charak-

| terystykach spektralnych i aktywne wtékna swiattowodowe i obrazowody;

kompozyly metalowo-ceramiczne; zlqcza zaawansowanych materiatéw
ceramicznych (Si;N,, AIN) i kompozytéw z metalami; kompozyly metalowe
i czyste metale (Gaq, In, Al, Cu, Zn, Ag, Sb); pasty do uktadéw hybrydowych;
oraz zastosowania ich w podzespotach: diody Schottky'ego, tranzystory FET
i HEMT; lasery, fotodetektory; filtry i rezonatory z akustycznq falq powierz-
chniowq; maski chromowe do fotolitografii.
Instytut wykonuje ustugi w zakresie technologii HI-TECH takich jak: fotoli- |
tografia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, obrébka termiczna
oraz charakteryzacia materiatéw (spekirometria mas i Méssbavera, FTIR,
EPR, ICP, RBS, spektrometria IR i UV, absorpcja atomowa, wysokorozdzielcza
dyfrakcja rentgenowska, fotoluminescencia, DLTS, PITS, mikroskopia
optyczna i elekironowa; charakteryzacia podzespotéw elektronicznych:
pomiary impedancyjne i pomiary widm promieniowania i szuméw).
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